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ハロゲン化鉛ペロブスカイト化合物半導体は、薄膜形成に優れており、優れた集光能力と高

いキャリア移動度を持つことから、現在太陽電池材料として現在大きな注目を集めている。近

年、ハロゲン化鉛ペロブスカイト化合物薄膜中に存在する固有の欠陥およびその動的挙動が同

化合物の電子物性、光学物性、耐久性および太陽電池特性に与える影響について多くの報告が

なされている。今回、我々はハロゲン化鉛ペロブスカイト化合物薄膜への低エネルギーのイオ

ン照射が、同薄膜の構造、光学的性質および電子物性に与える影響について調べた。 

FTO基板上に溶液プロセスによりCH3NH3PbI3薄膜を作成し, タンデム型イオン加速器を用い

て各種イオンの照射を行った。図１に加速電圧 400 keV で F-イオンを照射した FTO/CH3NH3PbI3

薄膜の光吸収スペクトル(Tauc-plot)の照射量依

存性を示す。イオン照射量の増加に伴い、吸収

端の低エネルギー側への裾の広がりが観測され

た。 

本講演では、薄膜中での照射イオン種の状態、

照射量がペロブスカイト化合物薄膜の結晶性、

光学的特性、電荷移動特性および太陽電池特性

に与える影響について詳細に解析を行った結果

について報告する。 

 

                     Fig.1. FTO/CH3NH3PbI3 薄膜の光吸収スペクトル

(Tauc-plot)の F-イオン照射量依存性 
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